
ПРОГРАМА
вступного іспиту зі спеціальності

171 «Електроніка»
для здобувачів вищої освіти третього

(освітньо-наукового) рівня
(2022 рік вступу)

Вступне слово
Програма складена з урахуванням програми рівня вищої освіти магістра зі

спеціальності 171«Електроніка». Вона містить два розділи, у першому з яких
відображені загальнотехнічні питання, а у другому– питання дисциплін
фахового спрямування.

Розділ 1. Загальнотехнічні питання
1. Фізичні основи функціонування елементів твердотільної електроніки.

Основні визначення. Зонна структура напівпровідників. Статистика
електронів і дірок у напівпровідниках.

2. Визначення положення рівня Фермі. Провідність напівпровідників.
3. Струми в напівпровідниках. Нерівноважні носії. Рівняння неперервності.
4. Електронно-дірковий р-n-перехід. Розподіл вільних носіїв у p-n-переході.

Електричне поле та ширина ОПЗ.
5. Компоненти струму і квазірівні Фермі. Вольт-амперна характеристика.

Ємність p-n-переходу.
6. Контакт метал – напівпровідник. Зонна діаграма. Розподіл електричного

поля і потенціалу.
7. Вольт-амперна характеристика бар'єру Шотткі. Гетеропереходи.
8. Ефект поля. Зонна діаграма приповерхневої області. Заряд в області

просторового заряду. Поверхневі стани.
9. Напівпровідникові діоди. Визначення та класифікація. Діоди на основі

р-n-переходів.
10.Еквівалентна схема діода. Характеристичні опори.
11.Перехідні процеси в напівпровідникових діодах. Технологія виготовлення

планарного діода.
12. Діод з бар’єром Шотткі.
13.Генерація та рекомбінація носіїв заряду в діодах. Опір бази діода.

Температурні залежності. Експлуатаційні характеристики діодів.
14.Математичне SPICE моделювання та пареметричний аналіз характеристик

діодів.
15.Тунельний пробій. Лавинний пробій.
16. Стабілітрони. Варікапи.
17.Тунельний діод. ВАХ тунельного діода. Використання тунельних діодів в

автогенераторах коливань.
18.Біполярні транзистори. Класифікація. Умовні позначення. Фізичні процеси

і зонна діаграма. Струми в біполярному транзисторі.
19.Схема Транзистора із спільною базою. Коефіцієнт інжекції. Коефіцієнт

перенесення. Диференціальний опір емітерного переходу. ВАХ



транзистора в схемі із спільною базою.
20. Схема транзистораіз спільним емітером. Схема із спільним колектором.

Модель Еберса-Молла.
21.Параметри транзистора як чотириполюсника.
22. Система z-параметрів, у-параметрів та h-параметрів біполярного

транзистора.
23.Частотні і імпульсні властивості біполярних транзисторів. Еквівалентна

схема на високих частотах.
24.Частотна залежність комплексного коефіцієнта перенесення. Частотна

залежність коефіцієнта підсилення β.
25.Складені транзистори. Ефект відтиснення струму емітера.
26.Інтегральні структури біполярних транзисторів.
27.Біполярні транзистори з гетеропереходами.
28.Біполярні транзистори сенсорної електроніки.
29.Визначення, класифікація, структури та вольт-амперна характеристика

діодного тиристора. Елементи на тиристорних структурах.
30.Феноменологічний опис ВАХ динистора. Режими роботи. Залежність

коефіцієнта передачі α від струму. Залежність коефіцієнта помноження М
від напруги VG.

31.Тріністор. Феноменологічний опис ВАХ тріністора.
32.Симетричні тріністори. Феноменологічний опис ВАХ симетричного

тріністора. Схеми керування тиристорами.
33.Польові МДН транзистори. Визначення та класифікація.
34.Структура елементарного МДН транзистора.
35.Основи функціонування МДН транзистора. Характеристики МДН

транзистора в області плавного каналу.
36.Характеристики МДН транзистора в області відсічення. Живлення та

типові ВАХ МДН транзисторів.
37.Ефект модуляції довжини каналу МДН транзистора . Вплив на ВАХ

напруги підкладки МДН транзистора. Основні малосигнальні параметри
МДН параметрів.

38.Еквівалентна схема МДН транзистора. Методи визначення параметрів
МДН транзистора.

39.SPICE моделювання МДН транзистора.
40.Нанорозмірні ефекти в МДН транзисторах. Підпорогові характеристики

МДН транзистора
41.Елементна база на МДН структурах. Конструктивно-технологічний базис

замосуміщеного затвору. Конструктивно-технологічний базис з подвійною
дифузією.

42.Конструктивно-технологічний базис КМДН структур.
Конструктивно-технологічний базис на основі V-подібних структур з
вертикальною інтеграцією.

43.МДН структури надвисокочастотних інтегральних схем.
44.Тонкоплівкові МДН структури.
45.Іонно-селективні польові транзистори. Потужні МДН транзистори.

Потужні біполярні транзистори з ізольованим затвором.
46.Прилади з зарядовим зв’язком (ПЗЗ). Структура ПЗЗ матриці.



47.Параметри та застосування приладів з зарядовим зв’язком.
48.Флеш пам'ять на МДН транзисторах. Режими функціонування флеш

пам'яті. Схемно-структурна реалізація флеш пам'яті.
49.Польові транзистори з керуючим p-n переходом (ПТКП). Базова

конструкція та принцип функціонування ПТКП.
50.Конструктивний та параметричний аналіз польових транзисторів з

керуючим p-n переходом. Характеристики та параметри. ПТКП.
51.SPICE моделювання польових транзисторів з керуючим p-n переходом.
52.Статичний індукційний транзистор. Польові транзистори з затвором

Шотткі.
53.Елементна база квантової електроніки.
54.Світловипромінювальні структури твердотільної електроніки.
55.Оптичні переходи. Світлодіоди.
56.Напівпровідникові лазери.
57.Фотодіоди. Фототранзистори.
58.Фотоелектрична генерації носіїв в МДН структурах. Використання

фотоелектричних елементів.
59.Двовимірний електронний газ.
60.Квантовий ефект Холла. Мемристор.

Розділ 2. Питання дисциплін фахового спрямування
1. Елементна база та структури сучасних великих та надвеликих

інтегральних схем.
2. Вимоги до електронних вузлів та схем. Безпека, гальванічне

розділювання, надійність, завадостійкість, енергоощадність
3. Сигнальні підсилювачі. Операційні, диференційні, струмові підсилювачі.
4. Спеціальні типи підсилювачів – двоканальні підсилювачі, підсилювачі з

аналоговим та цифровим керуванням.
5. Особливості підсилення гранично малих рівнів сигналу, підсилювачі з

модуляцією-демодуляцією сигналу, підсилювачі з періодичною
корекцією дрейфу.

6. Інтегральні схеми частотного перетворення.
7. Таймери. Характеристики та схеми побудови таймерів.
8. Інтегральні схеми спеціального оброблення сигналу.
9. Аналогове перетворення сигналу.
10. Компресія та декомпресія сигналу, схеми логарифмування та

антилогарифмування.
11. Інтегральні схеми аналогових перемножувачів – основа побудови

сучасних багатофункціональних схем оброблення сигналу.
12. Інтегральні стабілізатори режимів живлення.
13. Джерела опорної напруги на принципі формування напруги, чисельно

рівній ширині забороненої зони кремнію.
14. Гальванічне розв’язування в джерелах живлення.
15. Забезпечення вимог до джерел живлення сучасної електроніки,

мікропотужні та низьковольтні джерела.
16. Цифро-аналогове та аналого-цифрове перетворення сигналу,



особливості ЦАП та АЦП в сучасних системах.
17. Дельта-сигма аналогово-цифрові перетворювачі.
18. Інтегральні схеми ЦАП та АЦП електроніки спеціального призначення.
19. Інтегральні схеми цифрової техніки Особливості цифрових схем різних

типів – мікропотужних, швидкодіючих, драйверних тощо.
20. Сигнальні мікропроцесори, їх призначення та особливості застосування.
21. Схеми швидкого Фур’є – перетворення, їх призначення, зокрема, для

мовного розпізнавання в реальному маштабі часу.
22. Завадостійкі методи оброблення сигналу, синхродетектування
23. Схеми аналогового оброблення сигналу, методи, методи придушення

шумів та інтегральні схеми для їх реалізації.
24. Програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС).
25. Цифрові, аналогові та змішані ПЛІС.
26. Системи на кристалі (SoC). Процес проектування SoC.
27. Бібліотеки та програмні засоби налаштування та від лагодження

програмованої системи на кристалі PSoC.
28. Мікроконвертери Analog Devices. Структура та особливості

програмного керування мікроконвертерами. Керуючі регістри.
29. Сигнальні перетворювачі сенсорної електроніки.
30. Особливості схемної реалізації сигнальних перетворювачів сенсорів

температури, магнітного поля, тензо- та пєзоперетворювачів, хімічних та
біохімічних сенсорів.

31. Органічні напівпровідникові матеріали.
32. Пристрої на основі органічних матеріалів.
33. Механізми перенесення носіїв заряду в органічних напівпровідниках.
34. Фотоелектрична чутливість органічних напівпровідників.
35. Сенсорні властивості органічних напівпровідників.
36. Органічні сонячні фотоелементи та їх базові структури.
37. Фізика функціонування органічних сонячних фотоелементів.
38. Органічні сонячні фотоелементи із планарним гетеропереходом.
39. Органічні сонячні фотоелементи із об’ємним гетеропереходом.
40. Основні параметри та характеристики органічних сонячних

фотоелементів.
41. Органічні матеріали для сонячних фотоелементів.
42. Тандемні сонячні фотоелементи. Комірки Гретцеля.
43. Пристрої запам’ятовування інформації на основі органічних

напівпровідникових матеріалів.
44. Типи електронних елементів пам’яті.
45. Базові конструкції органічних пристроїв запам’ятовування інформації.
46. Фізичні процеси в органічних елементах пам’яті резистивного типу.
47. Органічні сенсори моніторингу навколишнього середовища.
48. Класифікація сенсорів газу.
49. Основні параметри та характеристики органічних сенсорів моніторингу

навколишнього середовища.
50. Технологічні особливості формування тонких органічних

напівпровідникових плівок.
51. Транзистори на основі органічних напівпровідників.



52. Поняття та параметри математичної моделі об’єкта проектування.
53. Поняття та основні задачі аналізу в процесі проектування пристроїв

електронної техніки.
54. Поняття та основні задачі синтезу в процесі проектування пристроїв

електронної техніки.
55. Поняття та основні задачі оптимізації в процесі проектування пристроїв

електронної техніки.
56. Основні етапи процесу проектування пристроїв електронної техніки.
57. Задачі системотехнічного проектування пристроїв електронної техніки.
58. Задачі схемотехнічного проектування пристроїв електронної техніки.
59. Задачі конструкторського проектування пристроїв електронної техніки.
60. Задачі технологічного проектування пристроїв електронної техніки.

Форми контролю та критерії оцінювання
Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури

здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури Національного
університету «Львівська політехніка» у відповідному році.

Вступний іспит зі спеціальності 171 «Електроніка» проводиться у
письмово-усній формі згідно з окремим графіком, який затверджується
Ректором Університету та оприлюднюється на офіційному стенді відділу
докторантури та аспірантури й офіційному веб-сайті Університету не пізніше,
ніж за 3 дні до початку прийому документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності 171 «Електроніка»
формуються в обсязі програми рівня вищої освіти магістра зі спеціальності 171
«Електроніка» та затверджуються на засіданні Вченої ради
Навчально-наукового інституту телекомунікацій, радіоелектроніки та
електронної техніки.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за 100-бальною
шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності
171 «Електроніка» містить:

▪ письмову компоненту з чотирьох питань: два питання з розділу
«Загальнотехнічні питання» і два питання з розділу «Питання
дисциплін фахового спрямування» (кожне із чотирьох питань
екзаменаційного білета оцінюється максимально в 20 балів,
максимальна сумарна кількість балів письмової компоненти – 80
балів);

▪ усну компоненту вступного іспиту з чотирьох питань (кожне із
чотирьох питань усної компоненти оцінюється максимально в 5 балів,
максимальна сумарна кількість балів усної компоненти – 20 балів).

Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти
вступного іспиту зі спеціальності 171 «Електроніка» є такими:

Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та 5
балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно і послідовно
з вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі та всебічні
знання, логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих чи інших



проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові звʼязки, логічно та
обґрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 4 бали
для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру добре засвоїв
теоретичний матеріал щодо змісту питання, аргументовано викладає його;
розкриває основний зміст питання, дає неповні визначення понять, допускає
незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та неточності при
використанні наукових термінів; нечітко формулює висновки, висловлює свої
міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних похибок у
логіці викладання теоретичного змісту.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та 3
бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному
засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває
зміст питання і має лише загальне його розуміння; при відтворенні основного
змісту питання допускає суттєві помилки, наводить прості приклади,
непереконливо відповідає, плутає поняття.

Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та 0-2
бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання, не знає
основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності 171 «Електроніка»
передбачає необхідність неухильного дотримання норм та правил академічної
доброчесності відповідно до Положення про академічну доброчесність у
Національному університеті «Львівська політехніка». За порушення зазначених
норм та правил вступники в аспірантуру притягаються до відповідальності
згідно вимог чинного законодавства.
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